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Aufbau:

—> drei unterschiedlich dotierte Bereiche

—> Emitter ist am hochsten dotiert, darauf folgt die Basis und zuletzt der Kollektor-Emitter-
Spannung

Funktionsweise:

—> Stromrichtung zu beachten (in Bild wird physikalische Stromrichtung verwendet ,,Minus
nach Plus®)

— Anlegen einer Spannung Ugg von etwa 0,7 V — Durchlassrichtung
+ Folge: Elektronen gelangen in p-Schicht und werden von positiver Spannung an der

Basis angezogen

- p-Schicht ist sehr klein — groRte Teil bewegt sich weiter zum Kollektor, da auch dort
eine positive Spannung angelegt ist
¢ Folge: Kollektorstrom I flieft

—> wichtig:
¢ Basisstrom I flieBt erst wenn die Schwellspannung (U;y) von Ugg erreicht ist
¢ es flieBt nur ein Kollektorstrom |, wenn auch ein Basisstrom I flieRt
¢ Kollektorstrom I um vielfaches grofer als der Basisstrom |5 (20 bis 10k mal)
¢ Steuerstromkreis beinhaltet U, Laststromkreis beinhaltet U

Kennlinienfelder:
+ insgesamt 30 Kennlinienfelder méglich
+ — hier vier — Bipolar-Transistorals Verstarker betrachtet

- Eingangskennlinienfeld: Stromsteuerkennlinienfeld Ausgangskennlinienfeld

BE’

¢ \Verlauf &hnelt der einer Diode e
¢ Schwellspannung muss Uberwunden Nvee | e
werden, damit Strom I flieRt :
- Ausgangskennlinienfeld: | : Ig
+ Kollektorstrom IC Uber Kollektor-Emitter- : : NT T ==
Spannung U abgebildet : b i
- Stromsteuerung: A
¢ nahezu linear ] ; . "
* aus dem Anstieg kann die S =
Gleichstromverstarkung B berechnet S : [
werden L ! : | —
¢ je steiler desto groRer die C : % :
Stromverstarkung L_":J ﬁ—--________ B
+ falls Kennlinie stark gekrimmt, dann |._,”: | |
Verstarkung nicht konstant — [ Uge

Verzerrungen am Ausgang entstehen
— Rickwirkung: )
+ Anderung der Kollektor-Emitter-Spannung U fUhrt zu einer Anderung der Basis-

Emitter-Spannung Ug

+ Ruckwirkung sollte moéglichst klein halten

+ Einfluss hat nur Transistor-Hersteller
Basisschaltung:

¢+ am wenigsten verwendet

+ beinhaltet immer eine Signal-Stromgegenkopplung

Eingangskennlinienfeld Rickwirkungskennlinienfeld

Hinweis: Alle Text- sowie Bildquellen finden Sie in der Power-Point-Présentation, welche im Projektlaborforum hochgeladen wird.



* Koppelkondensatoren C trennen das Signal von der Gleichspannung

¢ Spannungsteiler R, und R, dient zur Begrenzung des Basisstroms I bei
Ubersteuerung
+ neigen zum Schwingen bei hohen Frequenzen
+ bei hohen Frequenzen als Spannungs- und Leistungsverstarker eingesetzt
» Emitterschaltung:

+ Verstarkerschaltung zur Erzeugung sehr hoher Spannungsverstarkungen (nur im
niederfrequenten Bereich)

¢ bei zu hohen Frequenzen — Verstarkung sinkt
+ Arbeitspunkt wird Uber Spannungsteiler R, und R, eingestellt

+ Widerstand R, ist maBgeblich an der maximalen Spannungsverstarkung beteiligt

» Kollektorschaltung:
+ grolke Stromverstarkung — abhangig vom Stromverstarkungsfaktor des Transistors

+ groler Eingangswiderstand und sehr kleiner Ausgangswiderstand — als
Impedanzwandler verwendet

¢ Impedanzwandlung nur moéglich wenn der Lastwiderstand nicht komplex ist

MOSFET:
» Metal-Oxide-Semiconductor Feldeffekttransistor
» 4 MOSFET Typen:
- n-/ p-Kanal:
+ Anreicherung (selbstsperrend)
+ Verarmung (selbstleitend)
- Anreicherung — Leistungsverstarker
- Verarmung — Hochfrequenzverstarker
JFET:
» Sperrschicht-FET Sperrachicht D
verhalt sich ahnlich wie ein ohmscher Widerstand T

ohne Ansteuerung am Gate — leitend
in Verstarkern, in Schalterstufen und Oszillatoren eingesetzt
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besonderer Vorteil ist ihr groRer Eingangswiderstand — ermoglicht
leistungslose Steuerung

bei grolten Stromen — nicht geeignet

A\

Hinweis: Alle Text- sowie Bildquellen finden Sie in der Power-Point-Présentation, welche im Projektlaborforum hochgeladen wird.



